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	航天辐射环境锗硅关键技术
	该项目技术难度大，申请国家发明专利32项，已授权27项，其中授权美国专利两项，已发表SCI论文34篇
	我单位认真审阅了该项目提名书及附件材料，确认全部材料真实有效，相关栏目均符合新疆科学技术奖励工作办公
	提名该项目为自治区科学技术发明一等奖。
	四、项目简介
	基于硅基能带工程材料和器件结构优势，锗硅异质结双极晶体管（SiGe HBT）具有得天独厚的卓越的低温
	本项目在国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目的大力支持下。围绕航天辐射环境锗硅关键技术及应用的迫
	1. 发明了一种新型自对准双极晶体管器件结构及其制备工艺技术，有效减小了基极电阻和集电极-基极电容等
	2. 成功研发了自主知识产权高性能国产SiGe HBT集成电路工艺技术，实现了大于7V的基极开路下集
	3. 提出了一种基于数值仿真与微束辐照的SiGe HBT单粒子效应敏感区定位与分析方法，解决了复杂空
	4. 提出了一种结合多偏置辐照测试与缺陷电荷数值仿真的低剂量率损伤增强评估方法，揭示了损伤机制，实现
	本项目申请国家发明专利32项，已授权27项，其中授权美国专利两项，已发表SCI论文34篇。研发了具有
	研究成果已经在航天科技集团五院、中国电子科技集团38所、13所等单位获得应用，对打破核心器件国外禁运
	五、推广应用情况
	本项目“航天辐射环境锗硅关键技术”，在国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目的大力支持下，突破了双
	1）国产集成电路设计与研制应用：
	采用项目提出的利用非共形覆盖介质淀积的自对准技术、基于平坦化填充回刻与局部氧化的自对准技术、以及利用
	2）宇航器件空间抗辐射能力选型与评估：
	项目基于锗硅异质结晶体管(SiGe HBT)提出的粒子输运和器件仿真相结合的单粒子效应评估方法，在通
	六、主要知识产权证明目录
	七、主要完成人情况
	八、主要完成单位及创新推广贡献
	九、完成人合作关系说明
	郭红霞研究员是本项目负责人，是国家自然科学基金面上项目“SiGe HBT 单粒子效应电荷收集机制及其
	第一完成单位中国科学院新疆理化技术研究所与第二完成单位西北核技术研究所在微电子器件空间辐射效应研究与
	对于本项目中所使用的专利和论文中的人员均已进行了知情告知。

